- J R i e
£ AR
O BHJAS %}_ﬁir

¥

vy Al L
ai “'L 1\'.’“"“:"" g
""l‘-—u-_..

NITS’9917

W ¥ y
ST i o A Y
e~ peselk T )

i
]

iy
0
A

2y
fipiecim
19%9'm. gegt

e A




1L

IUAE PABITINKANT

*

Tarptautinés konferencijos medZiaga
ELEKTRONIKA’99

MIKROELEKTRONIKA

Plonasluoksniy platinos termorezistoriy topologijos formavimo buady

tyrimas

J §ap0ka, J. Margelevidius, V. Kopustinskas, R. Gudaitis, K. élapikas

Kauno technologijos universitetas, Fizikinés elektronikos institutas

Savanoriy pr. 271, LT-3009 Kaunas, Lietuva

Plonasluoksniy termorezistoriy topologijos for-
mavimo biidas turi didele itaka termorezistoriy parametry
stabilumui, patikimumui. Buvo i§bandyta eilé budu:

- tiesioginé fotolitografija [1];

- atvirk$tiné fotolitografija [1];

- joninis ésdinimas [2].

Visais atvejais 200 nm storio’ platinos sluoksnis
buvo garinamas ant “Polikor” keramikos.

Formuojant topologija tiesioginés fotolitografijos
Obiidu ant Pt sluoksnio uZne¥amas fotorezistas ®II-383,
eksponuojama, ry$kinima, dubliuojama, valoma plazmoje ir
chemitkai ésdinama drusky miginyje HNO;-HCl (1:3).
Valymas 0,+10%N, duju misinio plazmoje leidZia
sutrumpinti platinos ésdinimo laika (1 pav.)

tésd, min
180 ]

120 7 ]

0.5 3 t,min
1 pav. Pt cheminio ésdinimo trukmes priklausomybé nuo
fotorezisto pavir$iaus valymo Or+10%N, duju miSinio plazmoje

trukmes

letkant optimalaus varianto, fotorezisto sluoksnio
storis buvo kei¢iamas nuo 400800 nm, dubliavimo
temperatiira maZinama nuo 140+110°C. Tatiau ¥iuo bidu
nepavyko gauti patenkinamo rezultato. Pt sluoksnis
selektyviniai nei¥siésdina. Didinant ésdinimo laika, suar-
domas visas sluoksnis. '

Formuojant topologija atvirkstinés fotolitografijos
biidu, fotorezistas uzne$amas ant keramikos, eksponucjama,
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ryskinama, dubliuocjama, uZgarinamas itisinis Pt sluoksnis
Po to fotorezistas kartu su ant jo uZgarintu Pt sluoksnil
patalinamas - “nusprogdinamas” toluole. Siuo bidu gaut
kokybiskos topologijos taip pat mepavyko. Pt sluoksni
selektyviai nei¥siésdino. Matomai, Pt adhezija su keramik:
per maa, kad galéty iSlaikyti tokius gana agresyviu
cheminiy medZiagy procesus. .

Naudojant joninio ésdinimo metoda, ant keramiko:
uZgarinamas Pt sluoksnis, fotolitografijos badu suformuo
jama kauké, per kuria joniniu ésdinimu pasalinama
neudengtas Pt sluoksnis. Eksperimentai buvo atlikt
naudojant dviejy tipy kaukes:

- storas, apie 1 mkm fotorezisto sluoksnis, uZnesta:
ant Pt dangos, eksponuojamas, iSrySkinamas ir dubliuoja
mas. Po to ésdinama Ar" jomy pluosteliu. :

- ant Pt sluoksnio uZgarinamas 300 nm storio A
sluoksnis, ant jo, kaip ir pirmu atveju - storas fotorezist
sluoksnis, kuris taip pat eksponuojamas, rySkinamas i
dublinojamas. Per tokiu biidu gauta fotorezisto kauk
chemi¥kai i¥¢sdinamas Al sluoksnis ir taip gaunama Zymia
atsparesné kauké joniniam ésdinimui. 2 pav. pateikt;
ésdinimo selektyvumo priklausomybé nuo jomy energijos i
muo medZiagy platina-fotorezistas, platina-aliumini:
santykiy. Kaip' matyti, papildomai ivestas Al sluoksni:
turéty padidinti bendrg ¢sdinimo selektyvuma.

Platinos joninio ésdinimo technologinio procest
parametrai buvo: slégis proceso pradZioje 6,6-10 Pa slégi:
kameroje plazminio proceso metu 8:107 Pa, jonu pluostc
energija buvo keiiama 1+2,5 keV ribose, jony sroves tanki:
0,1+0,25 mA-cm™. Keramikos padékly laikiklis $aldoma:
vandeniu, naudojamos Argono dujos. Joninio ésdinim
procese labai svarbu pasirinkti optimaly ésdinimo greiti
Esdinimo greitio priklausomybé nuo jonu energijo:
pavaizduota 3 pav. Nustatytas optimalus Pt ésdinimo greiti:
sieké 8 nm/min., esant jony energijai 2 keV r jony srove:
tankiui 0,2 mA-cm?, fotorezisto kauké %uose reZimuost
degraduoja neZymiai.
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2 pav. Selektyvumo koeficiento S priklausomybé nuo jony
energijos: 1 - platina-fotorezistas; 2 - platina-aliuminis

Po joninio ésdinimo fotorezisto kaukés likuciai
Salinami deguonies-azoto mifinio plazmoje. Apdorojimo
laikas ~30-50 sek. Bandiniams su papildoma - Al kauke
po fotorezisto kaukés padalinimo,: chemifkai ésdinant
aliuminio ésdiklyje, pafalinama Al kaukeé.

Po ésdinimo ir kaukiy likudiy paSalinimo Pt
danga atkaitinama 650-700°C temperatiiroje 17-20 min.
azoto atmosferoje.

Vésd,
nm/min

3
EkeV

3 pav. Platinos ésdinimo Ar* jony pluoteliu greidio priklauso-
mybé nuo jony energijos

I¥ triju iSbandyty topologijos formavimy bidy
optimalus razultatas gautas panandojant joninj ésdinimg
per fotorezisto kauke.
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EXPLORING METHODS OF FORMATING THE TOPOLOGY OF THIN FILM RTD
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Summary

In this study three methods (two lythography methods and ion beam etch.mg in Ar' area) of the topology fomwhon of thin
film resistance temperature detectors are explored. The best results are aclueved by Ar* ion beam etching (pressure 8-107 Pa, ion

energy 2 keV, ion current density 0,1 +0,25 mA-cm™®).
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